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１．概要（Summary） 

ワンチップ光制御デバイスによる革新的オプト産

業の創出のコア技術となる超小型の光制御チップ（以

下光導波路）の作製を行なった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

露光装置（ステッパー）、レーザー直接描画装置、

厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置、レジ

スト塗布装置、レジスト現像装置、ウエハスピン洗浄

装置、電子線蒸着装置、磁気中性線放電ドライエッチ

ング装置 

【実験方法】 

① 光導波路の図面を CAD で作製し、露光用の原版

をレーザー直接描画装置で描写後、手作業で現像し作

製した。② 酸化膜を付けた Siウエハに電子線蒸着装

置を使い Cr 膜を 160nm 積層させた。そして、ウエハ

スピン洗浄装置で洗浄後、レジストを塗布し、試料と

なるウエハを作製した。③ ②で作製したウエハに露

光装置を使い①で作製した原版を1/5に縮小し描写し

た。④ ③で光導波路を露

光したウエハを現像し、レ

ジストを除去後、不要な Cr

部分ウェットエッチング

で除去した。そしてドライ

エッチングで Si 酸化膜を

所定の厚さになるよう削

った。⑤ 最後にマスク部

分の Cr 層をウェットエッ

チングで除去、完成させた(Fig.1)。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 に作製した導波路サンプル（6インチウェハ

上で、中心から 50 mm の位置に描画したもの）のレー

ザー顕微鏡観察の結果を示した。設計で導波路間隔通

20μm、導波路の幅 2.4μm としたパターンは、加工済

みサンプルではそれぞれ、20μm と 2.0μm となった。

また、高さは 1.5μm であった。パターン幅が 15%程度

細くなったのはサイドエッチングが進行したためと

考えられる。また、高さについては狙いで 1.8μm で

あったことから部分的に若干アンダーエッチングの

条件設定であったことがわかる。今後、ウェハー面内

での加工精度のばらつきや、断面形状観察によるテー

パーの評価を行い、PLC を利用した合波器の作製条件

決定のためのパラメータ蓄積を図る必要があること

が明らかとなった。 
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・文部科学省イノベーションエコシステム形成事業

（福井地域「ワンチップ光制御デバイスによる革新的

オプト産業の創出」）。 
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